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EAREIbEINE Nr 4{16) 1916

A. A. LITWIN, 1. E. MARONCZUK, J. G. PUCHOW: Osobliwosci wzrostu warstw epitaksjalnych z ograni —
czonej objetosei roztworu ciektego.

Na przykladzie otrzy mywania warstw epitaksjalnych fosforku galu z roz tworu fosforu w galu przedstawiono osobliwosci
procesu krystalizacii z ograniczonej objetosci roztworu cieklego. Przytoczono teoretyczne i eksperymentalne
wyniki badafi oddziatywania predko$ci zmian koncentracji fosforu w roztworze i odleglosci miedzy podlozami,
na predkoé wzrostu warstw epitaksjalnych.

W. JAKUBICK!: Wzrost krysztaléw profilowanych z fazy ciektej.

Oméwiono metody wzrostu z fazy cieklej profilowanych monokrysztatéw szafirowych, germanowych i krzemo-
wych. Opisano szczegétowo metode Stepanova oraz metode EFG, dla ktérej podano takze podstawowe zaloze -
nia teoretyczne. W koficowej czeéci dokonano analizy obecnego stanu zagadnienia oraz poddano ocenie joko$¢
otrzymywanych dotychczas monokrystalicznych ta$m krzemowych.

T. DROZDZ, A. GRODZINSKI: Wplyw temperatury i czasu spiekania warstwy metalicznej W=Mn na strukture
i wlasnofci wytrzymalosciowe zlqcz ceramika=metal.

Zbadano wplyw temperatury i czasu spiekania warstwy metalicznej W =Mn na strukturg i wlasnotci wytrzymatos-
ciowe zlqcz ceramika alundowa-metal. Okreglono parametry spiekania warstwy metalicznej, dla ktérych
wy trzymalosé zlqgez jest najwieksza.

T. TURSK!: Pomiar ruchliwosci dryftowej noénikéw tadunku w fotoczulych dielektrykach

W pracy opisano konstrukcje zestawu pomiarowego do mierzenia ruchliwoéci dryftowe|j notnik 6w tadunku w foto-
czulych dielektrykach, charakteryzujqeych sie duzq opomotciq wlasciwg i malq ruchliwoéciq dryftowq.
Przedstawiono metodyke pomiaréw.

T. TURSKI: Impulsowy laser azotowy do badania ruchliwoéci dryftowej notnikéw ladunkéw w dielektrykach

i péiprzewodnikach

Opisano konstrukcie i zasade dzialania impulsowego lasera azotowego emitujqcego {10 ns impuls éwiata mano -
chromatycznego o dlugosei fali 337,1 nm. Zastosowanie szerokiej gamy barwnikéw umozliwia zmiane dlugagci
fali.

E. NOSSARZEWSKA =ORtOWSKA, A. LACHOWSKI: Krzemowe warstwy epitaksjalne o grubotci powyzej 2¢ um
Oméwiono problemy technologiczne zwiqzane z otrzymywaniem warstw epitaksjalnych o grubosci do 100 um,
Przedstawiono oceng peifekcii strukturalnej otrzymanych warstw oraz wyniki pomiaréw parametréw elektrycznych.
Grube warstwy epitaksjalne mogq by¢é stosowane w produkeji pétprzewodnikowych przyrzqdéw mocy.

B. tAZOWY: Chemiczne trawienie plytek krzemu w mieszaninie HNOa'HF-CH3COOH

W artykule oméwiono trawienie plytek krzemu w mieszaninach HNOs'HF-CH3COOH o réznych stosunkach

skladnikéw. Przedstawiono i poréwnano wyniki proceséw trawienia dla réinych stosunkéw ilogci mieszaniny
do iloci trawionego materiatu.



ERiAL
ELLCTRORICZAE Nr 4(16) 1976

A. A. JUTBUH, U. E. MAPOHUYK, 0. I'. 1¥XOB: OcoGeHHOCTR BHPamMBAHMA 3HHTAKCHAJLHHX ClleeB N3
orpaHNyeHHOTO o0beMa pacTBOpa-pacmnaa.

Ha mpEMepe MONYyeHEA 3METAKCHANBHHX 106B ($OchHAa rajums M3 pacTBopa docdopa B paciliaBe rajiug
PAcCHOTPEHH OCOOGHHOCTM MpPOUECCA KPMiTAJIMAAUuM M3 OTPAHHUeHHOTO DactBOpa-pacillaBa. [IpMBeneHH
TeopeTHuECKHEe K 3KCMepMMEHTANBHHE Pe3yAbTATH MCCAeZOBAHNA BAMAHRA CKOPOCTHN M3MeHEHMR KOHLGHTpa-
UMM pocdopa B pacliaBe W NMPOMEXYTKA KeZAY MOANOZKAME HA CKOPOCTH POCTA 3MHTAKCHAIBHHX CHOEB.
YcTauoBIE€HO, UTO B 3aBMUCHMOCTM OT Maj)aMeTpoB Mpolecca BHPANEBAHNA POCT CIOSB MONET NPOMCXOZMTSH
B YCIOBHAX KBa3MDABHOBECHOW H TOMOreIHOR KDHCTALANIAIMN WIN MOA BANAHNEM T'DaBNTAIMOHEOTrO MOAA
B pacunaBe. [loKasaHO BANSHM® YCHOBMY KPNCTAZAM3aLMH Ha KAueCcTBO 3MNTAKCHANBHHX CJIOeB gochura
rannus,

B. AKYBULKH: Bupam@BalEE MPOGMAMPOBAINX MOMOKPUCTAJUIOB M3 paciliaBa.

B craThe NMpeAcTAaBAEHH METOAH BHPAMMBAHMA NMPOJMAMPOBAHNX KPNCTAJJIOB KPeMHMA, eDMaHHA W cangupa
43 paclnasa. [lozpoSHO onMcaHH MeTond CrenaHoBa B 3QT. Jma MmeTozn 3OI' NpMBeXEHH TeOpeTUYeCKuE
OCHOBaHMA. [I[poBeZleH aHAJN3 AKTYAXBKIrO COCTOAHMA MpEACTABICHHOR npoonemd, a Takxe MPHBEAECHO
peaynAbTaTH MCCNEZOBAHKA KauecTBa MONYYEMHHX KPUCTIJIMYBCKHX AGMT KPOMHMA.

T. IOPOXAE, A. T'POI3UHCKU: BrmAHWe TeunepaTyps M BpeMeHM CMEKAHHA MEeTANNMYECKOTO CNOA <ln
Ha CTPYKTYPY M MeXaHUuecKHe CBOMCTBA COSNMHEHM] KepauMKa-ueTanx

HccneXoBaHO BAMAHME TEMMEPATYPH M BPeMOHR CMEKAHMR METAJLIMYECKOIO CNOoA V=I'n Ha CTPYKTYPY M Me-
XaHUYECKUE CBO/CTBA COEIMHEHMU KepaMmEKa-ueTall. OnpezesieHO MapaMeTpH CNEKAHUA METaILIMYecKOro
cnod, INA KOTOPHX MexaHWYyeCKHe CBOHCIBA caumue JyymMe.

T. TYPCKU: Uauepenue ZpUHTOBOK MOZBHKHOCTH HOCKTeNel 3apAid B GOTOUYBCTBUTENBHMX AH3INEKTPUKAX.

OMuCcaHO KOHCTDYKUML M3MEDPUTENBHOrC COCTaBa IAA MCCAEeXOBaHME APUPTOBOR MOABUEHOCTH HocHTenel
3apaAlla B J0TOYYBCTBUTEJBHHX RUINEGKTPHKAX C ConbplLUM YZeNbHH: CONMPOTMBIEHMEM W HM3KOR ZApuproBOf
MOABUXHOCTHD. [l[pMBeZeHa MeTOAKMKA M3IMEPEHMH.

T. TYPCKN: MunynscHH} a30THHA na3ep AJA UCCHeROBAHUA APUYTOBOr) ABUXEHUA HOCUTENR 3apAfa
B RU3NEKTPHKAX M MOJYNPOBORHUKAX.

OMUCAHO KOHCTPYKUMI M NMPHHUMN AeilCTBUA MMIYABCHOrO asoTHOro nasepa, koTopwil suuryer < IO Hc
UMIYJIBC MOHOXPOMATMYECKOTO CBeTa C RAMHOA BoJAw 337,I uM. [IpuMeHeHHe WUPOKOH ramuu xpacuteneit
ZIENAEeT 303MOXHHM MMepeMeHy AJMHH BOJHH.

3. HOCCAJXEBCKA-OPNOBCKA, A. JIAXOBCKU: SnuTaxcuaibHue MIEHKM KPEMHMA TOANMHOA cBuwe 20 MM

lpeZcTaBnedt TEXHOJOTUUECKME MPOGAeMH BO3HMKAKUME MPM BHPALMBAHMM SMUTAKCUANBHHX ILIEHOK
KpeMHua Tomum=Oi Zo IO0 MkM. PaccuaTpuBaeTCA CTDYKTYPHOE COBEPBEHCTBO M DE3yALTATH U3MEDPEHUH
3MUTAKCHANBHEX MAPAMETPOB MONYYEHHWX MIeHOK. TOACTHE 3MUTAKCHANbHHE IJIEHKNM MOTYT MDUMEHATCA

B NMPOM3BOACBE MOJYNPOBOAHMKOBWX MOWMHHX MP¥GOPOB.

. JA30BH: XuMmMuecKoe TpaBlieHMe MNACTUH KPEMHMA B CMECH zHOB-HF-cﬁacoon

B craThe OMUCAH METOX TPABIEHMA MIACTUH KDEMHMA B CMECAX ILiC,~MF-CH,CUOH MpHM DA3NMYHOM COOTHO-
WEHMHM KOMIOHEMTOB. [IpefcTaBieHH PE3yNbTaTH MPOLECCOB TPABIeHMA ANA DASNMUHHX COOTHOWEHMI KOJIM-
YeCcTBa CMECHM K KOJWMYECTBY TPABIKBAHHOI'O' MaTepualas



ELPeTRORICINE Nr 4(16) 1976

A. A, LITWIN, |. E. MARONCZUK, J. G. PUCHOW: Peculiarities of the growth of epitaxial layers from
limited volume of liquid solution,

Peculiarities of crystalization process from limited volume of liquid solution were described on the example of
receiving galium phosphide epitaxial layers from phosphorus solution in galium. Theoretical and experimental
Ivestigations results as the influence of change rate of phosphorus concentration in solution and distance between
the substrates on the growth of the epitaxial layers were also given,

W. JAKUBICKI: Single crystals growth by EFG method from liquid phase,

Methods of growth of controlled profile sapphire, germanium and silicon crystals from the melt are discused. The
Stepanov and EFG techniques ore described in detail, explaining the basic theory and discussing the effect of
the growth processun the crystal morfology. Finally, the problem of quality of silicon ribbons grown by EFG
technique is reported.

T. DROZDZ, A. GRODZINSKI: Influence of temperature and sintering time strenght of W~Mn metallic layer
on structure and strength properties of ceramic -metal seal.

Influence of temperature and sintering time on structure and strength properties of alundum ceramic -metal s2a!
was investigated. Sintering parameters of metallic layer were determined to obtain the maximum strength of
ceramic ~metal seal,

T. TURSKI: Drift mobility of charge carriers in photosensitive dielectrics measurement.

The apporatus for the drift mobility measurement of charge carriers in photosensitive dielectrics, of high specific
resistance and low drift mobility has been described. The measurement method has been discuss=d.

T. TURSKI: An impulse nitrogen laser for an examitation of charge carriers drift mobility in dielectrics and
semiconductors.

A construction and an operation principle of the nitrogen laser emitting the { 10 ns impulses of 337,1 nm
wavelength monochromatic light is described. The wide range of applicability of dyes allows the wavelength
change.

E. NOSSARZEWSKA ~ORLOWSKA, A, LACHOWSKI: Silicon epitaxial layers of thickness above 20 um.

The technical problems of growing silicon epitaxial layers up to 100 um thickness ore presented. The results of
elektrical parameters measurements and estimation of structural perfection ore presented. Thick epitaxial layers
can be used for a semiconductor power device production.

B, tAZOWY: Chemical etching of silicon wafers in a HNOs-HF-CH3COOH mixture.

Silicon wofers etching in HNOs-HF-CH3COOH mixtures of varying component proportions is described.

Results of the etching process for different relations of the mixture volume to the etched material amount are
presented and compared.
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SYMPOZJA — KONFERENCJUE - SEMINARIA

KRAJOWE

9-12 IX - w Swiebodzinie odbyta sig konferencja nt. obrébki cieplnej. Uczestniczyt w niej K. Wolski.

11-19 IX - w Warszawie w Instytucie Chemii Fizycznej zorganizowano Il Konferencje Kolorymetrii i Analizy.
Uczestniczyli w niej: T. Drozdz, A, Grodzifiski, W. Vieth, ktérzy wyglosili nastepujqce referaty: “"Wyznacza-
nie metodq termicznej analizy réznicowej energii aktywacji procesu krystalizacji fazy szklistej w ukladzie
HgO-AIC_-SiO. z katalizatorem Ti02", "Badonie roztworéw nematycznych cieklych krysztatéw metodq ter-
micznej ‘analizy roznicowej".

27 iX-2 X - w Baranowie Sandomierskim odbylo si¢ il Sympozjum Metalurgii Proszkéw. Uczestniczyli w nim:

M, Lejbrondt, A. Gladki, E. Kulesza i M. Rutkowska. Wygtoszono nastepujqce referaty: "Spiekanie molib-
denu z dodatkiem niklu o réinej wielkosci czgstek" -~ M, Lejbrand, "Zmiano wielkotci czqstek gruboziarnistego
proszku Mo w procesie prasowania - A, Gladki.

4-8 X - we Wladystawowie odbyla sie V Krajowa Konferencja Spektroanalityczna, Uczestniczyli w niej:
J. Bukowski, T. Chruscifisko, H. Ekart oraz W. Sokotowska, ktéra wyglosita referat pt: "Wplyw skladv atmo-
sfery no parowanie pierwiastkéw w matrycy grafitowej".

8-1C X| - w Cetniewie odbylo sie Sympozjum Ceramiczne. Uczestniczyli w nim: A, Szymafiski, A. BieA,
E. Radziszewsko-Kepko, J. Kulifiska, W, Wlosifiski, B, Maliszewski, W, Olesifiska, E. Prela, J. Malecki,

14-17 Xl - w Jablonnie odbyla sig¢ Konferencja nt, "Zastosowanie polimeréw w elektronice i elektrotechnice”,
Uczestniczyt w niej J. Nowacki,

7-9 Xli - w Rzeszowie zorganizowano XVII Gielde Postepu Technicznego. Uczestniczyli w niej J. Nowok
i J. Grabowski.

12-14 XII - odbyla sie Konferencja nt. "Obrébka materiatéw niemetalowych”, Uczestniczyt w niej
L. Kociszewski.

ZAGRANICZNE

9-11 V - w Monachium RFN/ odbylo sie Seminarium zoraonizowane przez f-me Physical Electronics Industries
nt. badah powierzchni materiatéw w problemach naukowych i technologicznych. Uczestniczyla w nim
M. Pawlowska.

25-31 V = w Rimini /Wlochy/ odbyla si¢ Migdzynarodowa Konferencja nt. "Nowoczesne technologie w cera=
mice". Uczestniczyli w niej H, Rutkowska i W. Wlosinski.

15-18 Vi - w Pittsburgu /USA/ odbyla sie Konferencja "Joint MMM-~INTERMAG Conference". Uczestniczyt
w niej R. Wadas.

11 IX = w Zurichu /Szwajcaria/ odbyla sie | Europejska Konferencja nt. wzrostu krysztatéw, Uczestniczyli
w nim: B. Jakowlew i W, Jeske, ktérzy wygtlosili referat pt. "Badania poréwnawcze defektu typu "swirls"
w monokrysztatach otrzymanych metodq Czochralskiego i metodq beztyglowego topnienia strefowego".

22 XI = w Paryzu /Francja/ odbylo sig¢ Miedzynarodowe Kolokwium nt. "Materialy i technologie dla mikro=
elektroniki - najnowsze osiqgniecia”. Uczestniczyli w nim K. Nowysz i M, Chylifiska.

24 XI = w Monachium /RFN/ odbyla sie Konferencja nt. "Lutowanie i spawanie w elektronice". Uczestniczy?
w niej J. Romer,



INFORMACJA DLA AUTOROW

W. celu utatwienia prac redakeyinych zwiqzanych z przygotowaniem materiatu do druku redakeja prosi Autoréw
o przestrzeganie podanych nizej wskazéwek:

1. Objetosci artykutéw w zasadzie nie powinny przekraczaé 10-15 stron maszynopisu.

2, Artykuty powinny byé& napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interliniq /co drugi
wiersz/, z marginesem 3,5 cm z lewej strony, duiq czcionkq. Na arkuszu nie powinno by¢ wiecej niz 31
wierszy po 85 znakéw. Wszystkie strony powinny byé numerowane,

3. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczyé miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone rysunki i tabele.

4, Wszystkie tabele i zestawienia /unika¢ zbyt duzych/ nalezy wykonywaé osobno /nie w maszynopisie catego
artykulu/, w 4 egzemplorzach no oddzielnych arkuszach i numerowaé kolejno. U géry kaidej tabeli podaé
tytut objatniajqcy.

5. Artykuly naley nadsyla¢é w 4 egzemplarzach; powinny byé dolqczone do nich krétkie streszczenia w jezyku
polskim, rosyjskim i angielskim /réwniez w 4 egzemplarzach/.

&

Artykuly powinny w zasadzie byé podzielone logicznie no czefci a w czefci koficowej winny byé sformuto-
wane wnioski. Tytuléw rozdziatéw nie nalezy podkresloé, W miare moZnosci unikoé podziatu artykutu na
oddzielnie zatytutowane czetci.

7. Rysunki powinny byé nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zalqczone oddzielnie
w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkéw zawierajqce teksty napiséw pod rysunkami nalety sporzqdzaé
oddzielnie /niezaleinie od tekstu ortykutéw/, w 4 egzemplarzach, Rysunki nalezy wykonywaé no przezro-
czystej kalce drukorskiej.

8. Fotografie powinny by¢ ostre i wykonane na biatym blyszczqcym papierze fotograficznym. Numery foto -
grafii i powigkszenie nalezy podawaé na odwrocie - otéwkiem. Numeracjq nalezy objqé rysunki i fotografie
qcznie /nie stosowaé oddzielnej numeracii dla rysunkéw i oddzielnej dla fotografii/.

9. Po zakoficzeniu ortykutu nalezy podoc wykaz literatury, wymieniajqc kolejno nazwisko autora i pierwsze
litery imion, petny tytut dzieta lub artykulu, tytul czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok,
ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu lite.stury winny byé numerowane, w tekicie powolania no
numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np, {i] .

10, Stownictwo techniczne, jednostki miar, skeéty najwazniejszych oznaczef wielkosci we wzorach itp. powin-
ny byé zgodne z terminologiq przyjetq przez Poiskie Normy, Miedzynarodowy Uktad Miar /S1/ oraz z in=-
nymi obowiqzujqcymi przepisami.

11. Maszynopis powinien byé bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. Poprawek no
stronie nie powinno by¢& wiecej niz 5.

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbednych skrétéw,
korekty stylistycznej itp.

13. Fokt nadestania pracy do wydrukowania w "Moteriatach Elektronicznych" uwazany jest za réwnoznaczny

z ofwiodczeniem Autora, e proca nie byta drukowano oni wystano do drukowania w Z2adnym innym czoso-
piémie krajowym lub zagranicznym.

14

Adtorzy proszeni sq o doktadne podawanie adresu i numeru telefonu celem latwiejszego porozumiewania
si¢ i ewentualnego przestania naleznego honorarium.
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